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１．概要（Summary） 

近年、携帯情報端末のディスプレイの高精細化が進ん

でいる。ディスプレイの高精細化に伴い、ディスプレイに

用いられるトランジスタが高集積化し、消費電力が増大し

ている。そこで新たな低消費電力化の技術としてトンネル

薄膜トランジスタの開発を行うことを目的とする。ここでは、

チャネルシリコンに微細結晶粒を用いることで、欠陥にトラ

ップさせた電子の波数空間での広がりを利用し、オン電

流の増大を実現することを目的とする。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

イオン注入装置 

【実験方法】 

通常の TFT でのソースからチャネルへの電子注入が、

ソースとチャネルのポテンシャル障壁を超えるプロセスで

あるのに対して、トンネル TFT におけるソースからチャネ

ルへのキャリア注入は、トンネル効果を利用する。このトン

ネル効果はトンネル TFT のゲート電極に電圧を加えた

時に起こる。 

今回作成するトンネル TFT は、チャネルに微細結晶粒

を有する多結晶シリコン薄膜を使用している。微細結晶粒

を用いることにより、ソースとチャネルの間に欠陥が生じる。

この欠陥に電子をトラップさせると波数空間で広がりを持

つ。この局在化したトラップ準位により、間接遷移型のバ

ンド構造を、疑似的な直接遷移型にすることで、オン電流

の増大の可能性について検討する。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に作成したトンネル TFT の出力特性、トランスフ

ァ特性を示す。出力特性より、作成したデバイスが正常に

動作していることが確認できる。しかし、オン電流はレファ

レンスとして同時に作成した通常の TFT と比べ、約 1/100

程度となった。また、トランスファ特性よりｓ値を算出した。

結果はｓ=520 mV/decであることが分かった。通常のTFT

の限界値である 60 mV/dec と比較し、性能不足という結

果になった。 

不確定性原理を利用して、疑似的な直接遷移としたた

めに、２つのプロセスを遷移しなければならない。これによ

り、キャリアのバンド間遷移確率が下がってしまったと考え

られる。また、チャネル全体に微細結晶粒を有する多結晶

シリコンを用いたため、キャリアの移動度が下がり、オン電

流が低くなったと考えられる。 

 
Fig. 1 Output and transfer characteristic of tunnel 

LT poly-Si TFT with fine grains. 
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